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Tranzystorowy przetwornik

1
Przedmiotem wynalazku jest tranzystorowy prze-
twornik z czujnikami pojemnosciowymi do prze-
twarzania zmian grubosci lub przekrojéw materia-
16w nieprzewodzacych na napiecie elektryczne.

Przetworniki przetwarzajgce na napiecie elek-
tryczne zmiany pojemno$ci wywolane zmiang gru-
bosci lub przekroju materialéw nieprzewodzacych
majg zastosowanie w urzgadzeniach Kkontrolno-po-
miarowych 1 automatyce, sluzg na przyklad do
wykrywania zgrubien przedzy. Zmiany grubosci
przedzy powodujg zmiany pojemnosci, ktére sg
przetwarzane na napiecie elektryczne wykorzysta-
ne, po wzmocnieniu, do uruchomienia organu wy-
konawczego.

Znanych jest szereg rozwigzan przetwornikéw
zmian pojemno$ci na napiecie elektryczne wyko-
nanych w oparciu o elementy lampowe. W prze-
twornikach tych wystepuje zjawisko starzenia sie
lamp oraz zmiana ich parametréw, a ponadto
posiadajg one duze wymiary, utrudniajgce ich
uzycie w pewnych zastosowaniach, jak na przyv
klad wykrywanie zgrubien przedzy. Przetworniki
te charakteryzuje takze mala sprawno$é wynika-
jaca z konieczno$ci doprowadzenia mocy potrzeb-
nej do zarzenia lamp i mala odporno$§é mecha-
niczna, na przyklad na wstrzagsy. W niektérych
zastosowaniach wadg moze byé réwniez koniecz-
no$¢ doprowadzenia wysokiego napiecia anodo-
wego.
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W  znanych przetwornikach tranzystorowych
czujnik pojemnosciowy jest wlaczony w obwdd
mostka napiecia zmiennego zasilanego napieciem
podwyzszonej czestotliwosci z generatora tranzy-
storowego. Napiecie niezr6wnowazenia mostka
wykorzystane jest do wysterowania wzmacniacza
lub ukladu przerzutnikowego. W przetworniku ta-
kim, celem uzyskania duzej czulosci, konieczne
jest stosowanie duzych napieé i duzych -czesto-
tliwosci. Przetworniki te sg rozbudowane, a tym
samym drogie.

Celem wynalazku jest opracowanie tranzystoro-
wego przetwornika z czujnikiem pojemnosSciowym
pozbawionego wyzej wymienionych wad, a wigc
prostego i o wiekszej czulo$ci, umozliwiajacego
wykrywanie niewielkich nieré6wnomierno$ci gru-
bosci lub przekroju materialéw nie bedacych prze-
wodnikami pradu, jak na przyklad szklo, preszpan,
papier, przedza.

Cel ten zostal osiggniety wedlug wnyalazku W
ten sposéb, ze wielkoScia wyjSciowa przetwornika
jest napiecie pradu stalego proporcjonalne w przy-
blizeniu do réznicy pojemnos$ci kondensatoréow
tworzacych czujnik przetwornika, a tym samym
do réznicy grubosci lub przekroju materialu znaj-
dujgcego sie¢ miedzy okladkami tych kondensato-
réw. .

Tranzystorowy przetwornik wedlug wynalazku
zlozony jest z symetrycznego ukladu tranzystoro-
wego generdatora napiecia sinusoidalnego posiada-
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jacego dwa sprzezone z sobg ‘jednakowe obwody
rezonansowe przylaczone do zaciskéw wyjSciowych
tranzystoré6w przy czym kazdy z obwodéw rezo-

nansowych posiada trzy szeregowo polgczone cew- .

ki oraz przylgczony do zewnetrznych zaciskéw
tych oewek kondensator bedacy jednoczesnie po-
jemno$ciowym czujnikiem ukladu.

Przedmiot wynalazku jest pokazany na rysunku,

na ktérym fig. 1 przedstawia zesp6t cewek w
przekroju podiuznym, a fig. 2 ideowy schemat
tranzystorowego przetwornika.
.- Na fig. 1 pokazany jest sekcjonowany karkas 1
" posiadajpcy wewnatrz ‘rdzeri ferromagnetyczny 2
sluzé,cy do symetryzacji ukladu. Rdzeri ten umiesz-
czony jest w nagwintowanej oprawce 3 dzieki
czemu istnieje mozliwo§¢ zmiany jego polozenia
wewnatrz karkasu..Na karkasie nawiniete sg sy-
metrycznie cewki obu obwodéw rezonansowych 4
ida, 51 5a, 6 i 6a.

Liczba zwojéw jednakowych cewek 6 i 6a jest
mniejsza od liczby zwojéw jednakowych cewek
5 i 5a, a liczba zwojéw jednakowych cewek 4
i 4a jest wigksza od liczby zwojéw cewek 5 1 35a.

Na fig. 2 elementy 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a s3 wyzej
oméwiongmi'cewlmni tworzacymi wraz z konden-
satorami 7 i 7a dwa jednakowe obwody rezonan-
sowe. Kondensatory 7 i 7a tworza czujnik prze-
twornika.

Kondensator 8 przylaczony jednym zaciskiem
miedzy cewkami 5 i 6, a drugim dozacisku bazy
tranzystora 9 oraz kondensator 8a przylaczony jed-
nym zaciskiem miedzy cewkami 5a i 6a, a drugim
do zacisku bazy tranzystora 9a tworzy dodatnie
sprzezenie zwrotne w wkladzie zapewniajgc ge-
nerowanie drgzn Kondensatory 10 i 10a zamyka-
ja obwdéd wielkiej -czestotliwosci dla obu tranzy-
storéw.

Oporniki 11, 11a i 12 stuza do ustawienia odpo-
wiednich punktéw pracy obu tranzystoré6w przy
czym element 12 jest opornikiem symetryzujgcym
(przy dokladnym dobraniu elementéw ukladu
opornika 12 mozna nie stosowaé). dpor.niki 13 i
13a wlaczone w obwody emiter6w obu tranzysto-
réw tworzg wyjscie prietwornika. Opqrniki te sg
jedngkowe jak i wszystkie pozostale elementy
oznaczone tgq samg liczba.

Napiecie wyjsciowe miedzy zaciskami 14 i 15
jest réznica napieé na opornikach 13 i 13a i jest
proporcjonalne do réznicy pragdéw obu tranzysto-
réw. Napigcie to po wzmocnieniu moze sluzy¢ do
pomiaru odchyleri grubo$ci lub przekroju lub tez
sterowaé pomocnicze elementy ukladéw automa-
tycznej regulacji. Jezeli przetwornik ma stuzyé
do wykrywania nier6wnomiernosci przy cigglym
ruchu materialu zamiast opornikéw 13 i 13a moz-
na wlgczyé przeciwsobnie nawiniete pierwotne
uzwojenie transformatora, a z zaciskéw wtdérnego
uzwaojenia sterowaé odpowiednie wurzadzenia po-
mocnicze poprzez wzmacniacz pragdu zmiennego
(mozna wtedy nie stosowaé opornika symetryzu-
jacego 12). _

Dzialanie tranzystorowego przetwornika nieréw-
nomierno$ci grubosSci lub przekroju .na napiecie
elektryczne jest nastepujace: Przy .jednakowej po-
jemno$ci kondensatoréw 7 i 7a, tworzacych czuj-
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nik, jedna i druga poléwka ukladu pracuje ana-
logicznie jak generator Hartley’a z ta réznics, ze
sg one sprzezone ze sobg indukcyjnie. W zwigzku
z tym mozemy rozwazyé prace jednej poléwki
przetwornika.

Zacisk kolektora tranzystora 9a przylgczony jest
do obwodu rezonansowego zlozonego z kondensa- .

“tora 7 i cewek 4, 5 i 6 w punkcie polgczenia ce-

wek 4 i 5. Polaczenie takie umozliwia wlgczenie
malej pojemnosci czujnika i mozliwo§é -uzyska-
nia duzej wzglednej zmiany pojemneodci wywola-
nej zmiang grubosci badanego materialu. Sprze-
Zenie zwrotne dla tej galezi brane jest z cewki 6a
poprzez kondensatoy 8a do zacisku bazy tranzysto-
ra 9a.

Dzieki autotransformatorowemu - polaczeniu
sprzezenie to jest dodatnie i zapewnia podtrzy-
mywanie drgari. Dzigki wlaczeniu w obwodzie ba-
zy tranzystora kondensatora 8a i opornika 1la
oraz dzieki detekcyjnemu dzialaniu zlgcza baza-
-emiter tranzystora potencjal bazy jest ujemny
wzgledem emitera i tranzystor pracuje w klasie C
przewodzgc przez czas Krétszy niz pél okresu,

‘gdy baza jego jest dodatnia wzgledem emitera.

Uklad drugiej poléwki pracuje identycznie z tg
roznicg, ze praca jego jest przesunieta w czasie
0 POl okresu wzgledem pierwszej poléwki. Cze-
stotliwo§é pracy obu ukladéw jest jednakowa dzie-
ki sprzezeniu obwod6w rezonansowych. Ze wzgle-

-du na jednskowe warunki pracy prady obu tran-

zystor6w sg jednakowe i napiecie wyjéciowe mie-
dzy zaciskami 14 i 15 jest r6wne zero.

Réznica pojemnosci kondensatoréw 7 i 7a two-
rzacych czujnik zakléca symetrie ukladu i powo-
duje zmiane czestotliwosSci pracy oraz odksztalca
poprzednio symetryczne wypadkowe napigcie du-
zej czestotliwosci. Odksztalcenie to nastepuje dzie-
ki zmianie zawarto§ci oraz przesunieciu fazy wyz-
szych harmoniczmych. Takie odksztalcone napiecie
jest przylozone w przeciwnych fazach poprzez kon-
densatory 8 i 8a do zaciskéw baz tranzystoréw.
Ze wzgledu na prostujgce dzialanie zigcz baza —
— emiter tranzystor6w i prostowanie dodatnich
poléwek sygnalu wielkiej czestotliwo$ci, na za-
ciskach baz ustala sie potencjat taki, ze tranzy-
story pracujg w klasie C.

Jednak dzieki temu, ze sygnal wielkiej czesto-
tliwo$ci nie jest symetryczny i ze przylozony jest
do baz tranzystor6w w przeciwnej fazie, zacisk
bazy tranzystora, w ktérego obwodzie rezonanso-
wym pojemno$§é kondensatora jest wieksza staje
sie bardziej ujemny, a zacisk bazy drugiego tran-
zystora bardziej dodatni. W efekcie prad pierwsze-
go tranzystera jest mniejszy, a drugiego wigkszy
niz w stanie symetrii i na zaciskach wyjSciowych
pojawia sie napiecie stale.

Zastrzezenie patentowe
Tranzystorowy przetwornik z czujnikiem pojem-
no$ciowym do przetwarzania zmian grubosci lub
przekroju materialéw nieprzewodzgcych na napig-
cie elektryczne, ktérego budowa oparta jest na za-
sadzie generatora napiecia sinusoidalnego, zna-
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mienny tym, ze posiada dwa jednakowe obwody
rezonansowe, sprzezone z sobg indukcyjnie, z kt6-
rych jeden utworzony jest z kondensatora (%)
i trzech cewek (4), (5) i (6), a drugi z kondensa-
tora 7a i trzech cewek (4a), (5a) i (6a), polgczone
z zaciskami kolektor6w dwéch jednakowych tran-
zystor6w . (9) i (9a), a ponadto ma dwa syme-
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tryczne sprzezenia zwrotne utworzone przez kon-
densatory (8) i (8a) oraz cewki (6) i (6a), oraz
czujnik pojemno$ciowy zlozony z kondensatoréw
(1) i (7a) wchodzacych w sklad obwodu rezonan-
sowego, z ktérym polgczony jest on autotransfor-
matorowo poprzez cewKi (4) oraz (4a) lub przy
pomocy transformatora wielkiej czestotliwoSci.
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